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CW半導体・固体レーザ06シリ ー ズ

Co bolt社で最も小型なコントロ ー ラ ー一体型のシリ ー ズです。
半導体レーザは150 MHzまでの高速変調が可能です。

•仕様

波長公差 (nm)
出力 (mW) 70 且365 I 120 
ビーム拡が り角（全角）（mrad)
スペクトル幅

ビーム横モ ー ド

ビーム径（出射口）

ビームシンメトリ ー

ノイ ズ (rms) 25GHz~2MHz 
長時間安定度 (8 時間）

消光比（垂直）

デジタル変調 バンド幅
消光比＠ 10 MHz_ 

立上り／立下がり時間
アナログ変調 バンド幅

消光比＠250 kHz_ 
立上り／立下がり時間

ON/0FF 変調 バンド幅
消光比

立上り／立下がり時間

消費電力

サイズ レーザーヘッド

サイズ コントローラサイズ

通信

保証 112ヶ月

波長 (nm)
波長公差

出力 (mW)
ビーム拡がり角（全角）（mrad)
スペクトル幅

ビーム横モ ー ド

ビーム径（出射口）

ビームシンメトリ ー

ノイ ズ (nns) 250Hz~2MHz 
長時間安定度 (8 時間）

消光比（垂直）

デジタル変調 バンド幅
消光比＠ 10 MHz 

立上り／立下がり時間

アナログ変調 バンド幅
消光比＠250 kHz 

立上り／立下がり時間

ON/0FF 変調 バンド幅
消光比

立上り／立下がり時間

消費電力

サイズ レーザーヘッド

サイズ コントローラサイズ

通信

保証
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ファイバー ピッグテイル
（オプション）
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く1.2

く1MHz
M2 <1.1 

25, 50 
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700µm士70µm
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く0.3 % | < 0.25 % 
く2 %

：：竺言言二：1 □言［三三：：

く 0.5%

inf: 1 I n/a 
く300 ns 
く12w | <20W 

100 x 40 x 40 mm 
82 x 56.6 x 32 mm 

RS-232 または USB
24 ヶ月

M2 < 1.2 

MLD 

700 µm土100 µm 
> 0.90: 1 

> 100: 1 
DC~150MHz 

>10 000 000 : 1 (>70dB) 
く 2.5 ns 

DC~2 MHz 
>10,000,000 : 1(>70 dB) 

く 300 ns 
DC~ 500 kHz 

inf: 1 
く 300 ns 

く12 W 
100 x 40 x 40 mm 
82 x 56.6 x 32 mm 

RS-232ま た はUSB

< 0.2 % 
く 2 %

24ヶ月または5000時間どちらか早い方

USB 
24 ヶ月

M2 <1.3 

※正式な仕様はメールにてお知らせいたします。5
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線幅の周波数と波長変換 

ラマン分光などのアプリケーションにとって、CWレーザーの線幅は重要な値になり

ますが、各レーザーメーカーは周波数又は波長表示のどちらかで仕様を謳っているため、

しばしば変換が必要になることがあります。その関係式は波長幅を⊿λ、周波数幅を⊿fと

すると下記の関係式になります。(cは光速度) 

 

∆𝜆 =
𝜆2

𝑐
∆𝑓・・・・・(1.1) 

 

【例】 

Cobolt 532 nmレーザーSambaの場合(周波数線幅<1 MHzを代入) 

∆𝜆 <
(532x10−9)2

3x108
x106 =  9.43x10−16 m 

※仕様に基づく計算値であり、実力値はより短くなります。 

 

【式の導出】 

𝑐 = 𝑓𝜆の関係式について λについて fで微分すると、 

𝑑𝜆

𝑑𝑓
= −

𝑐

𝑓2
・・・・・(1.2) 

さらに𝑓 =
𝑐

𝜆
 を上の式に代入し、整理すると 

𝑑𝜆 = −
𝜆2

𝑐
𝑑𝑓・・・・・(1.3) 

よって波長幅⊿λが波長λに対して十分小さいときは 

∆𝜆 =
𝜆2

𝑐
∆𝑓・・・・・(1.4) 

とすることができます。 

 

可干渉距離 

干渉を用いた計測やホログラフィーなどのアプリケーションにとって可干渉距離を

求めることは重要です。レーザー光の線幅が大きいほどレーザー光のある時間における

位相差が大きくなることから、可干渉距離は短くなります。逆に線幅が狭いほど長くな

ります。その関係式はコヒーレント長を Lcとすると、下記のようになります。 

 

𝐿𝑐 =
𝜆2

∆𝜆
 

 

 

 

 

 



【例】Cobolt 狭帯域半導体レーザー405 nmレーザーNLD405の場合(周波数線幅 1 pm

を代入) 

𝐿𝑐 =
(405x10−9)2

1x10−12
=  0.164 m 

※NLD405の線幅に対する実力値は 1 pmよりかなり小さくなりますので、実際は上記

よりも長くなります。 

 

【式の導出】 

コヒーレント長 Lc は、そのコヒーレンス持続時間をΔt とすると光速度の関係式から

下記の式のように表すことができます。 

 

𝐿𝑐 = 𝑐∆𝑡・・・・・(2.1) 

 

ここで、厳密な導出は省かせて頂きますが、波連におけるフーリエ解析から時間幅⊿tと

周波数幅⊿fについて、下記の関係式が導かれます。 

 

𝛥𝑓 =
1

𝛥𝑡
・・・・・(2.2) 

 

(2.1)および(2.2)の式を上記の線幅と波長幅の関係式(1.1)に代入し整理すると 

 

𝐿𝑐 =
𝜆2

∆𝜆
・・・・・(2.3) 

 

が得られます。 
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